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式を理論的に導出し、粘性抵抗のない超高真空中ではカンチレバーの Q 値が極めて高くなるため、mV オーダーの接
触電位差測定を実現できることを見出している。 
 ⑵Si(111) 表面にエピタキシャル成長させた CaF2(111) イオン結晶薄膜表面において接触電位差測定を行なってい
る。その結果、表面形状測定からは識別することのできないインターフェース層の CaF1 層とその上に形成されたバ
ルク層の CaF2 層を、局所的な接触電位差測定により識別可能であることを示している。また、絶縁性のイオン結晶
薄膜表面において、表面の結晶構造を反映する形状像と、表面近傍のイオンによる電気双極子を反映する接触電位差
像を原子分解能で同時取得することに初めて成功している。 
 ⑶カンチレバーの共振周波数のシフト、探針・試料間バイアス電圧、探針・試料間距離の関係を３次元的にマッピ
ングする新しい静電気力分光法を提案している。この方法は、探針先端の変形しやすい力領域を除外できるため、安
定な静電気力分光測定が可能となっている。この方法を用いることにより、Si(111) 表面にエピタキシャル成長させ
た CaF2(111) イオン結晶薄膜表面において、表面の局所電子状態を反映する接触電位差と、インターフェース層の局
所電子状態を反映する静電気力ピークの測定に成功している。 
 以上のように、本論文は走査型静電気力顕微鏡/分光法の高感度化・高分解能化に関して実験的・理論的に研究した
ものであり、基礎的な面のみならず、応用の面でも有益な知見を得ており、応用物理学、特に物性物理学に寄与する
ところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
